Изучение характеристик полупроводникового транзистора
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Таблица входных характеристик транзистора Iб = f(Uбэ) при Uкэ = const. (0 В < Uбэ < 0,2 В) Внимание предельное постоянное напряжение база-эмиттер Uбэ = 5 В!!!

	Uкэ = 0 В
	Uкэ = 5 В

	Uбэ, мВ
	Iб, мкА
	Uбэ, мВ
	Iб, мкА

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Таблица выходных характеристик транзистора Iк = f(Uкэ) при Iб = const.
Токи базы установить: Iб = 100, 120 и 140 мкА и поддерживать неизменными.
Изменяем Uкэ = 0 до 10 В шагом 2 В.

Внимание максимально допустимый постоянный ток коллектора Iк_max = 100 мА!!!
	Iб = 100 мкА
	Iб = 120 мкА
	Iб = 140 мкА

	Uкэ, В
	Iк, мА
	Uкэ, В
	Iк, мА
	Uкэ, В
	Iк, мА

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





























